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前  言 

概述 
本文主要介绍 Hi3520A 与 Hi3521 用在同一产品板上的硬件差异，用于提示客户将

Hi3521 替换为 Hi3520A 芯片时需要注意的事项。 

产品版本 
与本文档相对应的产品版本如下。 

产品名称 产品版本 

Hi3520A V100 

 

读者对象 
本文档（本指南）主要适用于以下工程师： 

 技术支持工程师 
 硬件开发工程师 

修订记录 
修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新

内容。 

文档版本 01 (2012-09-21) 

删除 Hi3520A 和 Hi3521 在 CVBS 上的硬件差异。 

文档版本 00B02 (2012-07-13) 

修改“替换 Hi3521 后”CVBS 的相关描述。 
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修改关于电源的 PCB 设计建议。 

文档版本 00B01 (2012-05-11) 

第 1 次临时版本发布。 
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1 Hi3520A 与 Hi3521 基于相同 PCB 的硬件差

异 

将 Hi3521 替换为 Hi3520A 芯片时，硬件方面的差异主要体现在以下几个方面： 

DDR 的设计 

在 Hi3521 的产品板上若要兼容 Hi3520A，则在 DDR 的设计上需要注意：Hi3521 的

DDR 接口是 32bit 位宽，而 Hi3520A 的 DDR 接口是 16bit 位宽；采用 Hi3520A 时，

Hi3521 单板 DDR 接口的高 16bit 位保留，只有低 16bit 数据位起作用；因此，客户在

Hi3521 的设计过程中，建议参考 Hi3521DMEB 板原理图的 DDR 部分，将地址、命令

信号线，在 T 点到两颗 DDR 颗粒之间串接电阻，以便在将 Hi3521 更换为 Hi3520A
时，去掉高 16bit 的 DDR 颗粒以及串接的电阻。 

 

 
在 PCB 设计时要注意：T 点与两个 DDR 颗粒之间地址、命令信号线上串接的电阻尽
量靠近 T 点，使得高 16bit DDR 颗粒、对应的串接电阻不焊接时，信号的桩线最短 

电源 
 

 
Hi3521 的 1V0core 电源设计可以满足 Hi3520A 的 1V0core 电源需要，但如果客户想重
新完成 Hi3520A 的 1V0core 电源设计，需要注意下面的差异点。 

在 PCB 设计上，Hi3520A 与 Hi3521 在 1V0core 电源设计方面的差异点如表 1-1 所示。 
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表1-1 Hi3520A 与 Hi3521 在 1V0core 电源设计方面的差异 

1V0core 电源设计 Hi3520A Hi3521 

电源铜皮过流能力 大于等于 4A 大于等于 5A 

电源铜皮宽度 大于等于 160mil 大于等于 200mil 

DC-DC 供电能力选型 大于等于 4A 大于等于 5A 
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